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Aluminiumnitrid (AIN) gilt als vielversprechendes Substratmaterial fir die Epitaxie von AIN-
oder AlGaN-Schichten mit hohem Aluminiumanteil, wie sie fiir die Optoelektronik und Senso-
rik im tiefen UV-Wellenlangenbereich (< 300 nm) oder fiur Hochfrequenzbauelemente beno-
tigt werden. Deshalb wird seit etwa 10 Jahren die Technologie zur Herstellung von AIN-
Einkristallen an verschiedenen Universitaten, in Forschungsinstituten und in Spin-off-Firmen
entwickelt. Trotzdem gibt es AIN-Substrate aktuell nur in geringen Stiickzahlen mit geringer
Groe (meist 10 x 10 mm?, maximal 1 Zoll Durchmesser) und schwankender Qualitat zu
kaufen. Die Ursache liegt in den schwierig zu kontrollierenden thermodynamischen und
chemischen Gegebenheiten bei der Kristallziichtung. Inhomogenitaten in den optischen und
elektrischen Eigenschaften sowie Variationen in der strukturellen Qualitdt machen jedes
Substrat bislang zum "Unikat". Im Vortrag wird der aktuelle Stand der AIN-
Volumenkristallzichtung vorgestellt. Im Hauptteil werden die strukturellen, optischen und
elektrischen Eigenschaften der Kristalle ausfuhrlich besprochen. Schliellich werden Ansatze
fur die weitere technologische Entwicklung sowie weitere Anwendungspotentiale fur AIN-
Substrate aufgezeigt.

Das Zlchtungsverfahren fir AIN-Kristalle ist die Sublimation von AIN-Ausgangsmaterial bei
Temperaturen von deutlich Uber 2000°C mit anschlielender Re-Kondensation der gasformi-
gen Spezies an einer kalteren Stelle im Tiegel, bevorzugt auf einem Keimkristall. Nur wenige
Tiegelmaterialien halten den dabei entstehenden gasformigen Al-Spezies stand. Durch die
hohe Zuchtungstemperatur ist aulerdem eine Verunreinigung des Kristalls mit Sauerstoff,
Kohlenstoff und Silizium unvermeidlich. Diese Verunreinigungen und ihr unterschiedlicher
Einbau in verschiedenen Kristallbereichen aufgrund der Kristallfacettierung bestimmen maf3-
geblich die Kristalleigenschaften.




